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are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 1 8 of the United 
States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the patent 
application issued thereon. 
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New patent claim 1: 

An organic field effect transistor (OFET) , which 
5 comprises at least a first electrode layer having 
source and drain electrodes (1, 2 and 5, 7), a 
semiconducting layer, an insulator layer and a second 
electrode layer (8 and 13), and in which one of the 
electrodes (source or drain) in the first electrode 
10 layer surrounds the respective other electrode in a 
two-dimensional manner with the exception of one side 
or location (the connection side or location) of this 
electrode, 

characterized in that 
15 a u-shaped and/or meandering current channel (3, 6), 
which begins and ends on one side of an electrode of 
the first electrode layer, can be formed in the 
semiconducting layer . 
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Neuer Patentanspruch 1 : 

Organischer Feldeffekttransistor (OFET), 2umindest eine erste 
Elektrodenschicht mit Source- und Drain-Elektroden (1 ,2 uhd 5,7), eine 
halbleitende Schlcht, eine Isolatorschicht und eine zweite Elektrodenschicht 
(8 und 1 3) umfassend, bei dem in der ersten Elektrodenschicht eine der 
Elektroden, Source Oder Drain die jeweils andere bis auf eine Seite Oder 
Sielle, die Anschlussseite Oder -stelle dieser Elektrode, 2-dimensional 
umschllefJt, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

ein u- und/oder maandeirfdrmiger Stromkanal (3,6) in der halbleitenden 
Schicht ausbildbar ist, der an einer Seite einer Elektrode der ersten 
Elektrodenschicht beginnt und endet. ■ 
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